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１．概要（Summary） 

GaCp*（ペンタメチルシクロペンタジエニルガリウム、

GaC5(CH3)5）とNH3/H2プラズマおよびN2プラズマを用

いて、GaN薄膜の原子層堆積（ALD）を行った。2020年

度の実験（原料温度 40℃、Ar assist type、キャリアガス

流量 20 sccm）では、成長速度（GPC：Growth Per 

Cycle）は、約 0.01 nm/cycle と、2019年度の実験（原料

温度 80℃、Vapor draw type）で得られた GPC（約 0.04 

nm/cycle）と比べて小さかったが、原料温度 60℃、キャリ

アガス流量 250 sccm で成膜すると、GPC は約 0.05 

nm/cycle と 2019年度と同等の値になった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL]  

【実験方法】 

FlexAL を用いて、GaCp*を原料とし、基板温度

200℃で、プラズマ支援ALDによって、GaN薄膜を堆積

した。ALD は、GaCp*パルス、NH3/H2プラズマパルス、

N2プラズマパルスを 1 サイクルとする ABC タイプで行っ

た。原料は、60℃で Arバブリング（Ar assist type、流量

250 sccm）によって供給し、NH3/H2 プラズマは、（NH3

流量 30 sccm、H2流量 5 sccm）は 300 W、N2プラズマ

（N2流量 100 sccm）は 400 W とした。膜厚は、FlexAL

付属の in situエリプソメーターを用いて測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

NH3/H2プラズマパルス時間および N2プラズマパルス

時間を、2020 年度の実験で飽和が確認されている 30s

および 90sに固定し、原料パルス時間を変えて 30サイク

ル成膜した。結果を Fig. 1 に示す。Fig. 1 から、原料パ

ルス時間は 20s以上で飽和していることがわかる。 

次に、GPC を調べるため、原料パルス時間 30s、

NH3/H2プラズマパルス時間 30s、N2プラズマパルス時間

90s で、50 サイクル成膜して膜厚を測定した結果、約 4.3 

nm であった。このことから、GPC は約 0.05 nm/cycle と

推定され、2019 年度の実験（原料温度 80℃、Vapor 

draw type）で得られた GPC と同程度の値が得られた。 

 

Fig. 1.  GaN film thickness as a function of the 

number of ALD cycles. 
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